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KD 522 A, KD 522 B 1766
Herstalle_rland: UdSSR |

Ubersetzung, bearb.

Allgemeines

Die Silizium-Schaltdioden KD 522 A und KD 522 B sind fir den Einsatz
in Schaltungen radiotechnischer Ger#te und Anlegen und in der Rechen=-
technik vorgesehen.

r

Sie sind in einem Glas-Gehduse untergebracht.
Die Masse der Diode betridgt maximal 0,15 g.
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Betriebsbed

en

Umgebungstemperatur t,.. = -60 bis 125 %

Grenzwerte
KenngrtfSen Kurz- Wert
. zeichen KD 522 A KD 522 H ll[aﬂh-dinsmgln
jmaximele Sperr- . |Up .. 30 50 L gl L 2=60 ..
Spannung ses +12% %C
imaximale Spitzen- |U 50 75 Vit.s 2 ,us
:pﬁﬂ:m - 'b:mb = 560 see
: . eee +125 oﬂ
Imaximaler I t_ % 10 ,us
Spitzendurch- FRMmex p /
laBstrom 1500 1500 mA tomp = =60 eee
i D
500 500 touy = 125 °C
Immdmalu Sperr- |t 150 150 [°% -
schichttemperatur Jmax
Elektrische Kennwerte
Wert J :
Kurz- KD 522 A KD 522 MeBbedingungen
zeichen
Unmax 30 50 v
I 52,0 $5,0  puA |Uppoy
Up 1,1 1,1 vV |Iz = 100 mA
Cc = 4 = 4 Uy =0 eee

Die folgenden Kurvenderstellungen sind 'typische Verliéufe und tragen
nur informativen Charakter. _
Durch die Ziffern 1 und 3 wird die mégliche Streubreite auf der
Basis von 95 % der Bauelemente dargestellt.
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Bild 2: DurchleSkennlinie bei t_.. = 25 ¥ 10 °C
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Bild 3: Durchlafkennlinie bei t,, = 85 = 2 °%
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Bild 4: DurchleSkennlinie bei t ., = =55 £ 2 %
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Bild 5: Abhlingigkeit der Durch- Bild 6: Abhiéngigkeit der Er-
laBspannung von der holladung vom Durch=-
GriBe des Spitzendurch- laBgleichstrom
laBstroms gai

(U = 10 V)
0 RM
tamb =25 = 10 °C
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Anwend s=- und Betriebsh e

Die Dioden kdnnen auf unterschiedliche Weise in einem Abstand von
mindestens 5 mm vom DiodengehHuse so angeschlossen werden, daB eine
Erwdrmung iiber 150 9% an einer beliebigen Stelle des DiodengehBuses
und ein Durchgang elektrischer Impulse durch die Diode ausgeschlos=-
sen werden. k

Es wird empfohlen, als Wérmeableitung eine Pinzette mit flachen
Schenkeln, die mindestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, zu ver=-
wenden.

Die Biegung der Anschliisse ist zuléssig in einem Abstand von min=-
destens 3 mm vom DiodengehHuse, mit einem Biegeradius von mindestens
1|5‘ Inim «

Bei der Kontrolle der Kennwerte, bei Priifungen und wihrend des Be~

triebes diirfen keine mechanischen Kréfte auf die Verbindungsstellen
zwischen Anschlliissen und Diodengehiéiuse wirken, um eine Beschédigung
dieser Verbindungsstellen zu verhindern.

Litergtur
/1/ Polupravodnikovye diody Katalog Cast' 1 (Halbleiterdioden

Katalog Teil 1), 1979, Elorg Moskva. S. 129
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